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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

IZ1PE1

Nazwa modutu

Podstawy elektroniki

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Fundamentals of Electronics

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Informatyka
Poziom ksztatcenia I sto‘p,len L
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdino akademicki | praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektroniki i Systeméw Inteligentnych

Koordynator modutu

dr inz. Dorota Wiraszka

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

podstawowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

jezyk polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr |

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

(kody modutéw / nazwy modutéw)

prowadzenia zajec¢

Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 5
Forma wykiad Eéwiczenia laboratorium projekt inne

w semestrze

16 godz.

8 godz.
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie studentéw z podstawowymi elementami elektronicznymi, wybranymi
analogowymi uktadami elektronicznymi oraz z metodami badania takich elementow i

Cel uktadow z wykorzystaniem przyrzgdow pomiarowych wielkosci elektrycznych oraz
modutu | oscyloskopu cyfrowego do obserwaciji przebiegéw elektrycznych w charakterystycznych
punktach uktadu elektronicznego.
(3-4 linijki)
svmbol ro'\jvoarg;znia odniesienie do | odniesienie do
¥ Kt Efekty ksztalcenia P . efektow efektow
etektu zajec kierunkowych | obszarowych
(w/é/l/p/inne)
Ma uporzgdkowang wiedze z zakresu
fizykochemicznych podstaw dziatania
W_01 | pétprzewodnikdw, niezbedng do zrozumienia W K_Wo4 T1A_Wol
o ! K_W05 T1A_ W02
podstawowych zjawisk wystepujgcych w elementach
i ukfadach elektronicznych.
Zna budowe, zasade dziatania, parametry i
W 02 charakterystyki podstawowych elementéw W L K_Wo04 T1A W01
- elektronicznych: diod, tranzystoréw bipolarnych i ' K_W05 T1A W02
unipolarnych.
Potrafi sprawnie postugiwac¢ sie przyrzgdami
U o1 pomiarowymi wielkosci elektrycznych i . L K ULl T1A UO7
oscyloskopem cyfrowym w celu zbadania elementu - -
elektronicznego.
U 02 Potrafi potaczy¢ uktad elektroniczny, przeprowadzic¢ L K_U03 T1A UO3
B jego badanie oraz opracowaé wyniki badan. K U11 T1A _UO7
K_o1 | Potrafi wspotdziatac i pracowac w grupie. L K_KO03 T1A KO3
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr . . do efektow
wykladu Tresci ksztatcenia ksztatcenia
dla modutu
Budowa atomu, postulaty Bohra, wigzania kowalencyjne. Struktura
1 elektronowa krzemu i germanu. Energetyczny model pasmowy W_01
potprzewodnika.
Zatozenia elektronowo-dziurowej teorii przewodnictwa elektrycznego
2 ) o . o : : . w_01
potprzewodnikéw. Potprzewodniki samoistne i domieszkowane. -
Zigcze p-n: mechanizm tworzenia bariery potencjatu, polaryzacja w kierunku W 01
przewodzenia i zaporowym. Charakterystyka prgdowo-napieciowa ztgcza p-n. -
4 Przebicie ztacza p-n: odwracalne (Zenera i lawinowe) i nieodwracalne. wW_01
Diody warstwowe: prostownicze, uniwersalne, Zenera, Schottky’ego,
5 elektroluminescencyjne, fotodiody, pojemnosciowe — budowa, dziatanie, W_02
parametry, charakterystyki.
Tranzystor bipolarny - budowa, dziatanie, parametry, charakterystyki.
6 Polaryzacja tranzystoréw n-p-n i p-n-p. Schemat zastepczy hybrydowy W_02
tranzystora bipolarnego.
Tranzystor polowy ztgczowy - budowa, zasada dziatania, parametry,
7 ; : - wW_02
charakterystyki. Warunki polaryzaciji.
8 Zaliczenie przedmiotu W_01
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W_02

2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczen

3. Tresci ksztatlcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Nr zajec
lab.

Tresci ksztalcenia

Odniesienie
do efektow
ksztalcenia
dla modutu

Wprowadzenie do zajec¢ laboratoryjnych. Zapoznanie z organizacjg pracy w
laboratorium, prezentacja instrukcji laboratoryjnych, okreslenie warunkéw
zaliczenia przedmiotu.

K_01

2,3

Charakterystyki i parametry diod potprzewodnikowych

W_02
u_o1
u_02
K_01

4,5

Badanie tranzystora bipolarnego

W_02
u_o1
u_02
K 01

6,7

Badanie tranzystora polowego ztgczowego JFET

W_02
u_o1
u_02
K_01

Zaliczenie przedmiotu

W_02
u_o1
U 02

4. Charakterystyka zadan projektowych

5. Charakterystyka zadan w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnos$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 | Pisemne zaliczenie wyktadu.
Pisemne zaliczenie wyktadu.
w_02 | Kartkéwki wejsciowe przed kazdymi zajeciami laboratoryjnymi.
Poprawne wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych przez grupe — protokoty z przeprowadzonych
U 01 badan.
U o2 | Poprawne wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych przez grupe i opracowane sprawozdania.
Poprawne wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych przez grupe — protokoty z przeprowadzonych
K_01 |badan.
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Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 16 godz.
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 8 godz.
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 24 godz.
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktorag student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 0,96
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 30 godz.
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 19 godz.
14 | samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 26 godz.
15 | Wykonanie sprawozdan 26 godz.
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentaciji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta é?ia)gc’dz'
21 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 4,04
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 125 godz.
23 Punkty ECTS za modut 5
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 79 qodz
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi 9 i
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 3,16

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

E. LITERATURA

Wykaz literatury

1994

1988

2003.

2. Horotwitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKL, Warszawa 2002
3. Floyd T. L.: Electronic Devices, Macmillan Publishing Company, New York

1. Marciniak W.: Przyrzady pofprzewodnikowe i uktady scalone, WNT, Warszawa

4. Filipkowski A. — Podstawy elektroniki péfprzewodnikowej, WNT, Warszawa

Wit

modutu/przedmiotu

ryna WWW http://weaii-moodle.tu.kielce.pl/




